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図 1 陽電子消滅法により測定された Sお

よび L+と室温における発光寿命1の関係。

大きな赤い丸は今回の試料、白抜きの丸は

既報告済みのデータ[3]を表わす。 
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【はじめに】ハイドライド気相エピタキシャル成長（HVPE）法は、高い結晶性を持つ GaNを成

長させることができるため GaN 基板の市販に用いられているが、開管系のため低コスト化に限界

がある。一方、酸性鉱化剤を用いたアモノサーマル（AT）法は、低転位密度で反りが無い結晶を

一度に数十から数百個同時に育成できるため量産性に優れており[1]、c面や m 面といった結晶の

方位も選択することができる。従って、AT法成長 GaN 結晶を種として HVPE 法で GaN のホモエ

ピ成長を行う方法は、光デバイス用途はもちろんのこと、パワースイッチング素子のような高耐

圧性を要求される電子デバイス用途の大型 GaN 基板を作製する方式として極めて有望である。本

研究では AT法、特に酸性鉱化剤を用いて成長された GaN（SCAAT
TM

-GaN）[2]を種結晶に用いて

HVPE 法で成長させた、m 面自立 GaN基板の電気的および光学的特性について報告する。 

【試料構造と評価方法】SCAAT
TM

-GaN 上に HVPE成長させた m 面自立 GaN基板の貫通転位と積

層欠陥の密度は、それぞれ～10
4
 cm

-2および 10
0
 cm

-1と低く、高い結晶性を持つ SCAAT
TM

-GaN

を種結晶に用いた効果が表れている。また、X 線を用いた結晶性の評価の結果、 ]0110[ と ]2110[ の

ロッキングカーブ半値全幅はそれぞれ 18 arcsecおよび 25 arcsecであり、評価装置分解能に制限さ

れる程、低い値であった。試料の輸送特性評価はホール効果測定（20 ~300 K）により行い、光学

特性はフォトルミネセンス法、カソードルミネセンス法および時間分解 PL法により評価した。点

欠陥の評価は陽電子消滅法を用いて行った。 

【結果】図 1は陽電子消滅法で測定された Sおよび

L+と室温における発光寿命の関係である。Sはアクセ

プタ型点欠陥（GaNでは主に Ga空孔）濃度を、L+

は各種点欠陥の総量の逆数をそれぞれ反映する値で

ある[3]。今回評価した試料の Sは検出限界値であり、

L+も 89 nmと非常に長かった。また、室温における

発光寿命は 2 nsを超え、既報告値[3]の中で最長であ

った。これらの結果は、本手法により作製された GaN

基板の結晶性が極めて高い結果、非輻射再結合中心

の起源である Ga空孔複合体[4]の濃度が非常に低く

抑えられた事を強く示唆している。 
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